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8, Mechanise he Konstruktion 



Der Geratekern besteht aus vorderer und hinterer Montage- 
platie sowie zwei. seitlichen AluminiLimpla’t’ben, Die vordere 
Monhageplatte tragt die Bedienungselemente und die hintere 
die Batteriewanne mit der abgeschirmten Leiterplatte (BE 5) 
fiir die Stromversorgung' sowie die Buchsen FILTER EXT. 

Zwei Leiterplatten (BE 2 und BE 4) 'mib den Abiness ungen 
240 mm x 145 mm schlieBen den Geratekern obeh und unten ab, 
Der Bereichsschalter mit dem Sch^tgetriebe (BE 1) und der 
Oktavfilterbaustein (BE 5) bidden je eihe getrennte Bau- 
einheit. • . ' 

Das Schaltgetriebe gewahrleistet eine richtige MeBbereichs- 
anzeige fiir alle Einstellkombinationen der Schalter BEREIOH 1 
und BEREIOH 2. 

Die V,erkleidung des GerStekerns erfolgt durch zwei Seiten- 
platten aus Pl^te mit Fiihrungsnuten zur Befestigung des 
Frontwinkels sowie der oberen und unteren Gehauseschale* 

Der Deckel der Batteriewanne bildet die Eiickwand des Ge- 
hauses. 

Zum Offnen des Gerates lost man die zwei Eandelschrauben an 
der Riickwand, entfernt die vier .Halteschrauben fiir die Ge- 
hauseschalen und zieht die Gehauseschalen nach hinten vom 
Gerat ab. Die jetzt freigelegten Leiterplatten lassen sich 
nach Losen inrer Bef estigungsschrauben vom Geratekern ab- 
schwenken. Die Batteriewanne ist durch sechs Zylinderkopf- 
schrauben am Geratekern befestigt. 

Zwei seitliche Haltebiigel weisen 3 Eaststellungen auf: 

1. Haltebiigel zeigen schrag nach unten. Das Gerat befindet 
sich in Arbeitslage, 

2. Haltebiigel zeigen nach vornj dienen als Griff e und ermog— 
lichen eine Aufstellung des Gerates mit der Riickwand nach 
oben« Die Batterien konnen dadurch leicht ausgewechselt 
warden, 

3* Haltebiigel zeigen nach hinten und sind dadurch ohne 
Punktion. 



9. Instandhaltung und Reparatur 



Der Prazisions-Impulsschallpegelmesser 00 017 bedarf keiner 
besonderen Wartung. Verbrauchte Batterien sind onverzuglich 
aus dem Gerat zu entfernen, um Bes.chadigungen darch auslau- 
fenden Eiektrolyteh zu vermeiden. Auch vor langeren -Betriebs- 
pausen sollten die Batterien herausgenommen werden<, ' 

Es ist auf guten Kontakt zwischeri Batterien und Kontaktf edern 
zu achten. Die Kontaktf edern sind erf orderlictienf alls zu 
reinigen. 

Die Drehschalter besitzen selbstreinigende Kontakte. Nach 
langeren Betriebspausen (ca, 2 Monate) empfieh.lt es sich da- 
her, vor Inbetriebnahme des Gerat es samtliche Drehschalter 
mehrmals d urchz use halt en . 

Etv/a zweimal im Jahr Oder bei Zweif eln an der Genauigkeit 
sollte das Gerat mit dem Pistonfon PE 101 uberpruf t ' werden . 

Ist bei Anzeigeinstrumenten mit Abdeckscheiben aus Plaste 
ein Reinigen ■ dies er Scheiben erforderlich, so ist dies 
auBerst vorsichtig vorzunehmen, um die V/irksamkeit der Anti- 
statik-Behandlung nicht zu beseitigen, ■ ; 

Treten Storungen auf (keine Anzeige am Instrument) , kann 
eine Fehlerabgrenzung mit Hilfe' der internen Kali brier span- 
nung ‘zwischen Gerat und Mikrofon erfolgen, LaBt sich das Ge- 
rat elektrisch kalibrieren, liegt der Pehler mit groBer 
Wahrscheinlichkeit im Mikrofon Oder Mikrof onkabel. 



10, Lager ung 

Die Gerate diirfen in Yersandverpackung hdchstens 6 Monate. 
lang und nur innerhalb eines Temperaturbereiches von -40 bis 
+70 °0 bei einer relativen Luftfeucht'h S 95 % transportiert 
und gelagert werden. 
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Langzeitlagerung ohne Verpackung soil inn-erhalb eines Teiirpe- 
raturbereich.es von +5 bis +40 °0 bei einer relativen Luft- 
feuchte § 80 % erfolgen. 

Das zum Lieferumfang gehorende Mikrofon ist bei Nichtgebrauch 
stets so zu verpacken, daB die Mikrofonkapsel MK 102 einer 
relativen Luftfeuchte S 80 % ausgesetzt ist. 



Erlauterungen zu Bild 4 

1 Batteriewanne 

2 Batterieanschlagwinkel 

• 5 Oktavf ilter 

4 Kontaktelemente fiir Netzteil ZE 521 




Rilckansicht ,Ger§t gedffnet 








Ansicht Quf Bestiickungsseiie 










icht auf Bestuckungsseite Position der Bauelemente 





Ansicht suf Besstuckurigssajte 



Lsiterplatte SS7 7495 

PoKrtioh def Bauel^menie 






Ansfcht auf Bastuckungsselte 



Uiterpiatte 567 755.0 

Position der Bauetemenie 
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Schaltteilliste 



CneUH$MKamiH aeiaaea cxesju List of circuit Elsnents 



Kurz- 

bez. 


MKD- 

Sach-Nunmer 


Benennung 


Standardbezeichnung 


Bemerkuageu 


Kp, 

0(503H, 


filKH- 

|{2 ae_Tai[M 


HaHMenoBaHue 


OdOBHaueHMe no Hopue 


OpHMexiaHMH 


Item 


Code Rumber 


Designation 


standard Specification 


notes 



BE 1 


567 540.3 


BS 2 . 


567 606.8 


BE 3 


567 743.8 


BE 4 


567 612.3 


BE 5 


567 597.5 


BE 6 


567 585.4 


C 1 


803 377.3 


C 2 


813 4o8.7 


DR 1 


81A- 269,8 


DR 2 


814 269,8 


G1 3 ^ 


816 370,0 


HU 1 


807 785,6 


2 bis 

HU 5 


808 249.2 


MS 1 


816 350.-8 


S 1 


808 796.2 


S .2 


816 472.6 


S 3 


808 796,2 


S 4 


816 477.5 


S 5 


563 612.4 


ST 1 


563 931.1 


v; 1 


567 533.1 


W 2 


816 367.8 


V 3 


816 366.1 


¥ 4 


816 366.1 


W 5 


816 367.8 


W 6 


816 366.1 


w 7 


316 367.8 


U 8 


815 724.5 


W 9 


813 837,1 


BE 1 


567 540.3 




567 549,3 
567 556,5 
567 574.1 


S 1 


567 620.3 


S 2 


567 621.1 


yf 1 


S15 117,6 


W 2 


812 740.8 


W 3 


813 837.1 


W 4 


815 117.6 


W 5 


815 117,6 



Schalterplatte , vollst , 
Leiterplatte 
Schalter , vollst , 
Leiterplatte 
Leiterplatte , vollst , 
Leiterplatte 

Elyt-Kondensator 

Polyester-Kondensator 

UKW-Drossal 

UKW-Drossel 

Glimmlaspe 



5/150 TGL 7199-IS 
0,1/5/160 TC-L 200-8^24 

A 1,6 X-MKD-S 5057 
A 1,6 X-MKD-S 5057 

E 32/10 TGL 11832 



Steckdose 



HP-Steckdose 

Me^instrument 

Schiebeschalter 
Drehschalter 
Schiebeschalter 
Drehschalter 
Kontaktfeder, genietet 

ICont-aktleiste 

Widerstand 

Schichtwiderstand 

Schichtwiderstand 

Schichtwiderstand 

Schichtwiderstand 

Schichtwiderstajid 

Schichtwiderstand 

Schichtwiderstand 

Schichtwiderstand 



Schalterplatte, vollst „ 



22-6 TGL 200- 3^00 



8 A 1/5-/1-7/12/A 6x 20 MSUE 35 BM 1 MKD-S 5032 
BA2B/16-/12-^/12/A6 x20 MSUS 50 BM 1 MKD-S 5032 



71,5 kQ 0,5 ^250.207 TK 100 TGL 8728 
49 kQ 0,5 % 250.207 TK 100 TGL 8728 

kQ 0,5 Ti 250,207 TK 100 TGL 8728 

71,5 kQ 0,5 % 250,207 TK 100 TGL 8728 

^9 kQ 0,5 % 250.207 TK 100 TGL 8728 

71,5 kQ 0,5 % 250.207 TK 100 TGL 8728 

30 kQ Z % 250.207 TK 100 TGL 8728 

10 kQ 2 % 250.207 TK 100 TGL 8728 



Leiterplatte, vollst. 
Leiterplatte , vollst, 
Leiterplatte , vollst , 
Kastkopf , vollst. 
Rastkopf, vollst, 

Baustein 

Schichtwiderstand 
Schichtwi darstand 
Baustein 
Baustein 



l2-/l-6/l2/A6x32 MSUS ^5 BM 1 MKD-S 5032 



910 « 2 ^ 250,207 TK 100 TGL 8728 
10 kQ Z % 250,207 TK 100 TGL 8728 
auf Leiterplatte 56? 556.5 
auf Leiterplatte 567 574,1 



\ auf Leiterplg.tte 
56? 549,3 



va;w^;aig^ : jssaasj-^=7 ..--avg-:-?a- \5^i f ^s .>.f:-A.i a > ::-^--f5, •:^~^-.:'?y'?-i-iL;-.^?s?t,r-J^\^'!^j:.ir,\\:i'b^^^^ f^Vi^..:: r^':^ yOJ.:' .i.'.::.jr ; - > 
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i 



«V»>1 ■ Ag^■^.3C 

Eurz-- 




Bonean-ung 


bes. 


Sacb'-Buisaor 


BE a 


.. 567 . 605.8 


Leiterplatte. vollst. 


t; 1 


803 334.7 


Elyt“Eondensator 


c 2 


803 336.3 


Blyt-Kondensator 


c 3 


803 317-0 


Eiyt-Kondensator 


C 4 


803 330.6 


Elyt-£ondensator 


C 5 


803 343.5 


Slyt-Kondens ator 


C 6 


801 162,2 


KF-Kondans at or 


C 7 


803 . 340.2 


Elyt-Kondensator 


C 8 


801 162.2 


KF-Koadeas at or 


C 9 


159 -.1 


KF-K6ndeasator 


C 10 


816 467.0 


KF“lCondensator 


C 11 


801 154,2 


KF“Kondensator 


C 12 


807 671.8 


Polyester-Kondensat or 


c 13 


807 677.5 , 


Polyoster-Koadensator 


C 14 


801 161.4 


KF-K on d e ns at or 


c 15 


801 156.7 


XF-Eondensator 


C 16 


801 161.4 


KF-Kondeasator 


c 17 


815 022.2 


KF“K oadens at or 


C 18 


801 159 ol 


KF-Kondan s at or 


C 13 


809 648.1 


Polyesber-Kondeaeator 


C 20 


810 397.2 


KF-Koudons at or 


C ’21 


803 340.2 


Elyt«KonderiBator 


C 22 


816 - 110.4 


KF-Kondensator 


c 23 


803 324.2 


Elyt-Kondensator 


C 24 


815 021.4 


KP-Kondens at o.r 


c 25 


803 338.8 


Elyt-Koadensator 


C 26 


803 334.7 


Slyt-Kondensator 


C 27 


803 336,3 


Elyt-Kondensat or 


c 28 


809 315.7 


Slyt-kondensator 


c 29 


810 454.7 


T-Koadensator 


c 30 


803 345.1 


El y t “K on d e a s at or 


G 31 


803 328.3 


Si y t -Koade ns at or 


c 32 


803 328.3 


Elyt“Kond«ftsator 


C 33 


803 336.3 


Elyt-Kondensator 


c 34 


803 336.3 


Elyt-Kondensator 


C 35 


303 345.1 


Elyt-Kondensator - 


C 36 


803 330.6 


E ly t -Eon de ns at or 


C 37 


803 345.1 


Slyt-Kondensator 


c 38 


803 328.3 


Elyt ^“Kondsnsator 


C 39 


801 209.4 


KF-Kondspsator 


Gn 1 


bis 




GR 4 


807 293. ll^ 


Schalt diode 


TS 1 


567 610,7 


Transistor 


T 5 2 


567 610.7 


Transistor 


TS 3 


808 298.2 


Transist or 


TS 4 


808 298.2 


Transistor 


TS 5 


814 054,2 


Transistor 


T3 6 


806 296,2 


Trasisistor 


TS 9 ®^^ 


814 054,2 


Transistor 


TS 10 


567 610.7 


Transistor 


TS .11 


567 610,7 


Transistor 


TS 12 


808 298.2 


Transistor 


TS 13 


814 C 54,2 


Transistor 


TS 14 


816 335.0 


Transistor 


TS 3.5 


816 395,0 


Transistor 


TS 16 


S08 298.2 


Transistor 


TS 17 


807 821.3 


Transistor 


TS 18 


808 298,2 


Transistor 


¥ 1 


808 627.0 


Schichtwiderstand 


¥ 2 


815 839.1 


Sohichtviderstand 


¥ 3 


813 345.1 


Sohichtwiderstand 


W 4 


816 414,8 


Schichtwiderstand 


w 5 


815 442.7 


Schichtwiderstand 



StandariJbozeichnung 



'f 

BocierkungGn 



1/15 


TGL 


7198-IS 


5/15 


TGL 


7198-IS 


1000/3 


TGL 


7198-IS 


500/10 


TGL 


7198-18 


200/15 


TGL 


719S-IS 


10000/2,5/25 


TGL 


5155 


50/15 


TGL 


7198-IS 


10000/2,5/25 


TGL 


5155 


4700/2,5/25 


TGL 


5155 


1800/2,5/25 


TGL 


5155 


1000/2,5/25 


TGL 


5155 


0,047/10/160 


TGL 


200-8424 


0,1/10/160 


TGL 


200-8424 


6800/2,5/25 


TGL 


5155 


2200/2,5/25 


TGL 


5155 


6800/2,5/25 


TGL 


5155 


7500/2,5/25 


TGL 


5155 


4700/2,5/25 


TCtL 


5155 


0,022/10/160 


TGL 


200-8424 


3900/2,5/25 


TGL 


5155 


50/15 


TGL 


7198-IS 


1600/2,5/25 


TGL 


5155 


50/10 


TGL 


7198-IS 


6200/2,5/25 


TGL 


5155 


20/15 


TGL 


7198-IS 


1/15 


TGL 


7198-IS 


5/15 


TGL 


7198-IS 


1000/10 


TGL 


7193-IS 


10/25 


TGL 


8519 


500/15 


TGL- 


7198-IS 


200/10 


TGL 


7198-IS 


200/10 


TGL 


719S-IS 


5/15 


TGL 


7198-IS 


5/15 


TGL 


7198-IS 


500/15 


TGL 


7198-IS 


500/10 


TGL 


7198-IS 


500/15 


TGL 


7198-IS 


200/10 


TGL 


7198-IS 


220/5/63 


TGL 


5155 



SAY 32 TGL 200-&V66 



SC 239 


E - 


- TGL 


27 147 


SC 239 


E - 


- TGL 


27 .147 


BC 177 


A 






BC 177 


A 






SC 2 % 


E. . 


- TGL 


23953 


SC 177 


A 






SC 236 


E . 


- TGL 


29953 ■ 


SC 239 


E 


- TGL 


27 147 


SC 239 


E 


- TGL 


27 147 


BC 177 


A 






SC 236 ' 


E 


- TGL 


29953 


SC 238 


E ■ 


- T(a 


29953 


■ SC 238 


B • 


- TGL 


29953 


BC 177 


A 




SF 127 


D 


- TGL 


200-8439 


BC 177 


A 






3 M 2 


5 


% 25. 


.412 


51 k 9 


5 


% 25, 


,207 


1 MQ 


5 


% 25. 


.207 


240 kQ 


? 


% 25 . 


,207 


110 2 


2 


% 250,207 TKiOO 



X 'i 

ausgesucht ' 



ausgesucht 



TGL 8728 
TG-L 8728 
TGL 8728 
TGL 8723 
TGL 8728 



x) 



siehe Rsparaturanleitung 
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Kurs“ 

bea. 


mD- 

Sach”Nu?niaer 


W 6 


83.5 437.1 


W 7 


8H 440.0 


i? ^ 


815 333.3 


W 9 


813 838.8 


W 10 


815 839.1 


W U 


814 54-3.4 


W 12 


81-4 794,2 


W 13 


816 420.3 


W 14 


816 -427.7 


W 15 


816 428.5 


I? 16 


316 432,4 


M 1? 


813 8^1,3 


W 18 


816 423.6 


W 15 


814 303.0 


W 20 


816 421.il 


¥ 21 


814 299.5 


W 22 


816 424.4 


w 23 


814 540.1 


¥ 24 


809 334.1 


¥ 25 


614 617.0 


¥ 26 


316 433.2 


¥ £? 


816 441.7 


W 28 


813 327.0 


w 29 


814 542.6 


¥ 30 


800 925.0 


w 31 


816 423.6 


W 32 


816 427.7 


W 33 . 


809 334.1 


w 34 


8I6 419.7 


¥ 35 


313 854.8 


W 36 


816 470.1- 


W 37 


813 931.5 


w 38 


814 044.6 


¥ 39 


809 334,1 


V 40 


813 931.5 


W 41 


813 843.5 


¥ 42 


815 422.6 


¥ 43 


813 845.11 


¥ V+ 


813 843.5 


¥ 45 


816 4X4.8 


M 46 


816 471.8 


¥ 47 


816 468,7 


¥ 48 


813 837.1 


¥ 43 


813 838.8 


¥ 50 


813 837.1 


¥ 51 


814 373.8 


¥ 52 


815 .608,4 


W 53 


813 929.2 


¥ 54 


bla 


¥ 56 


813 327,0 


¥ 57 


813 845.1 


w 58 


816 416.4 


¥ 59 


315 437.1 


¥ 60 


816 436.5 


¥ 61 . 


815 626.0 


¥ 62 


316 020,8 


¥ 63 


813 322.1 


¥ 64 


813 322.1 


¥ 65 


813 321,3 


¥ 66 


813 833.8 


¥ 67 


813 321.3 


BS 3 


567 743,8 




55? ?i(4.6 
567 749.5 
567 752.6 
567 755.0 


S 1 


816 191.6 



n n u n g 



Sch icht tfi derst an d 

Schichtuideratand 

Schichtwiderstaad 

Schichtvridarstaud 

Schichtwideratand 

Schichtwiderstand 

Sohichtwi derst. and 

SchichtwidQ?3tand 

Schiofetwiderstand 

Schiehtwldarstand 

Schiohtuldaraland 

Schlchtwiderstand 

Sohioktvlderatsind 

Sohi chividersiauid 

Schicht^idesTstahd 

Sch i oht wi derst and 

Schichtwldarstand 

Sshichtwidarstand 

Schichtwiderstaad 

Sohichtwidorstaud 

Sehlchtwidiiratand 

Schichtwiderstand 

Sehichtvidersiand 

Schichtwidorstsind 

Schishtwiderstand 

Schichtwidarstand 

Schlchtwidersiand 

Schichtwidarstand 

Schichtviderstand 

Schichtwiderstand 

Widerstand 

Schichtwiderstand 

Schichtwi derstand 

Schichtwidarstand 

Schichttfiderstand . 

Schic ht wi derst sjid 

Schichtwidarstand 

Schichtwiderstand 

Schichtwidarstand 

Schichtwidarstand 

Wi derst and 

Wi derst and 

S c'h icht wi dsr at and 

Schichtwidarstand 

Sehichtwidsrstand 

Schichtwiderstand 

Schichtwidorstand 

Schichtwiderstand 

i^i^chtwiderstand 
Schichtwiderstand 
Schichtwidarstand 
Schichtwidarstand 
Schichtviderstahd 
Schichtwidorstand 
Schichtwi dors tend 
Schichtwiderstand 
Sohicht wider stand 
Schi cht wi dera-t and 
Schichtwiderstand 
Schichtwiderstand 

Schalter^ volXst , 

he iterplatte ,.vollst . 
LeiterpXattej vollst, 
Iieltcrplabte^ volist , 
Leiterplatte, ?oilst. 

Rastkonf 



Standardbezieiefenung 



5.1 kQ 3 % ?„5-207 

22 ka Z % 250,207 TK 100 

6.2 kQ 5 ^ 25.207 

10 k9 3 % 25.207 

51 kQ 5 ^ 25.207 

140 kQ 0,5% 11,310 TK iOO 
750 Q Z % 25.207 

59 kQ 0,5% 250.207 TK 100 

22 kQ 0,5% 250.207 TK 100 

1? kQ 2 % 250.207 TK 100 

4.3 kQ 0,5% 250,207 TK 100 

47 kQ 5 % 25.20? 

45 kS G,5% 250.207 100 

12 kQ. 0,5% 250 , 20 ?. TK iOO 

53.5 kQQ^3% 250 ^ 207 -TK '100 

7.5 kQ 0,5%/256,20 tTK 100 
33 kQ 0,5% 250,207 TK lOO 
18 kQ 0,5% 250,207 TK 100 
10 m 10 % 65.409 

200 Q 0,5% 250,207 TK 100 

1.5 kQ 0,5% 250.20? TS 100 
125 kQ 0,5% 11.310 TK 100 

100 kQ 5 % 25.207 

100 kQ 0-,5% 250.207 TK 100’ 
120 kQ 0,-5% 11.310 TK 100 
45 kQ 0,5% 250.207 TK 100 
22 kQ 0,5% 250.207 TS 1.00 
10 HQ 10 % 65.409 : 

68 kQ 0,5% 250.207 TK lOo' 
10 kQ 0,5% 250.207 TK IOO 



Baaerknngan 



3,3 kQ 
82 kQ 
10 liQ 
3,3 kQ 
470 kQ 
180 kQ 
1 KQ 
470 kQ 
240 kQ 



10 kQ 
10 kQ 
10 kS 
33 kQ 
750 Q 
1,5 kQ 

100 kQ 

1 m 
110 kQ 
5,1 kQ 
680 2 

22 kQ 
20 kS 
270 Q 
270 S 
100 Q 
10 kQ 
100 Q 



% 25.207 
% 25 . 20 ? 
% 65.409 

% 25-207 

% 25.20? 

% 25 . 20 / 
% 25.207 
% 25.207 
•% 25.207 



TGL 8728 
TGL 8728 
TGL 8728^ 
TGL 8728 
TGL 872s 
TGL 14133 
TGL 8728 
) TGL 8728 
) TGL 8728 
! TGL 8728 
I TGL 8728 
TGL 8728 
I TGL 8728 
I TGL 8723 
^ TGL 8728 
t TGL 8728 
f TGL 3728 
I TGL 8728 
TGL 4616 
^ TGL 8728 
' TGL 872s 
TGL 14133 
TGL 8728 
TGL 8728' 
TGL 14133 
TGL 8728 
TGL 8728 
. TGL 46-16 
TGL 8728 
TGL 8728 

TGL 872S 
T^L 8728 
•TGL 461-0 
TGL 8728 
TGL 8728 
TGI, 8728 
TGL 8723 
TGL 8728 
TGL 8728 



2 % 250.207 TS iod m 8728 
5 % 25.207 TGL 8728 
2 % 250.207 TK 100 TGL 8?28 
5 % 25.207 TGL 8728 
5 % 25.207 TGL 8?28 
5 % 25.207 TGL 8728 



5 % 25 
5 % 25 
5 % 25 
5 % 25 
1 % 250 
1 % 250 
5 % 25 



.207 
,207 
.207 
. 20 ? 
.207 TK 
i207 TK 

,207 

.207 

. 20 ? 

,207 

.207 

.207 



TGL 8728 
TGL 8728 
TGL 8728 
TGL 8728 
100 TGL 3728 
100 TGL 8728 
TGL 8728 
TGL 8728 
TGL 8728 
TGL 8728 
TGL 87.28 
TGL 3723 



10-/6-18/24/A6 X 32 mj^ 80 BM 2 
MKD-S 5033 






Kurz- I4KD- 

be z’, S ach~lf uramer 



Benennung 



StMdardbezeichnung 



Bemerkungen 



Leiterplatte, vollst. 


567 744.6 


C 14 


801 209.4 


KF-Kondensat or 


C 15 


809 179.0 


Scheibentrimmer 


C 16 


816 186,0 


KS-Kondensator 


c 17 


816 185.2 


KS-Kondensator 


C 20 


816 183.6 


KS-Kondensator 


C 21 


812 716,8 


Kondens ator 


S 1/1 


817 5Z0.S 


Schaltebena 


TS 13 


817 773.0 


Transistor 


TS 14 


808 298.2 


Transistor 


TS 15 


807 911.8 


Transistor 


TS 16 


807 911.8 


Trans is ;^or 


TS 17 


808 298.2 


Transistor 


TS‘ 18 


807 911.8 


Transistor 


W 39 


816 158.8 


Schichtwiderstand 


W40 


813 323,8 


Schichtwiderstand 


W 41 • 


801 994.3 


Schichtwiderstand 


W 42 


801 994.3 


Schichtwiderstand 


w 43 


816 180.3 


Schichtwiderstand 


W 44 


816 178.0 


Schichtv/iderstand 


w 45 


815 803.7 


Bausteih 


W 46 


816 167.6 


Schichtwiderstand 


W 47 


8I6 140.1 


Schichtwiderstand 


W 48 


816 181.1 


Schichtwiderstand 


W 49 


803 171.4 


Schichtdrehividerstand 


w 50 


816 151.4 


Schichtwiderstand 


u 50 


8I6 154.7 


Schichtwiderstand 


w 51 


816 149.1 


Schichtwiderstand 


w 52 


801 994.3 


Schichtwiderstand 


W 53 


801 994.3 


Schichtwiderst^d 


w 54 


816 181.1 


Schichtwiderstand 


W 55 


815 803.7 


Bans te in 


W 56 


8I6 178.0 


Schichtwiderstand 


W 57 


816 178.0 


Schichtwiderstand 


M 70 


801 994.3 


Schichtwiderstand 


w 71 


801 994.3 


Schichtwiderstand 


Leiterplatte, vollst. 


567 749.5 


C 7 


801 209.4 


KF-Kondensator 


C 8 i 


816 188.5 


KS-Kondensator 


C 9 


816 184.4 


KS-Kondensator 


C 12 


816 182.8 


KS-Kondensator 


c 13 


812 716.8 


Kondsnsator 


S 1/2 


817 520.6 


Schaltcbene 


TS 7 


817 773.0 


Transistor 


TS- 8 


808 298,2 


Transistor 


TS 9 - 


807 911.8 


Transistor 


TS 10 


807 911.8 


Transistor 


TS 11 


808 298.2 


Transistor 


TS 12 


80 ? 911.8 


Transistor 


W 20 


816 158,8 


Schichtwiderstand 


W 21 


813 323.8 


Schichtwiderstand 


W 22 


801 994.3 


Schichtwiderstand 


w 23 


801 994.3 


Schichtwiderstand 


W 24 


816 180.3 


Schichtwiderstand 


w 25 


816 178,0 


Schichtwiderstand 


W 26 


815 803.7 


Bauste’in 


w 27 


816 167.6 


Schichtwiderstand 


V 28 


816 140.1 


Schichtwiderstand 


¥ 29 


816 181.1 


Schichtwiderstand ' 


V 30 


803 171.4 


Schichtdrehwiderstand 


y 31 


816 153.0 


S chi chi wider st and 


y 31 


816 154.7 


Schichtwiderstand 


V 32 


816 149.1 


Schichtwiderstand 


y 33 


801 994.3 


Schichtwiderstand 


y 34 > 


801 994.3 


Schichtwiderstand 


y 35 


816 181.1 


Schichtwiderstand 


y 36 


815 803.7 


Bausteln 


y 37 


816 178.0 


Schichtwiderstand 


w 38 


816 180.3 


Schichtwiderstand 


y 68 


801 .994.3 


Schichtwiderstand 


y 69 


801 994.3 


Schichtwiderstand 






220/5/63 TGL 5155 
D 10/40-10 TGL 200-8493 
1160/0,5/63 TGL 200-8404 
3790/0,5/63 TGL 200-8404 
17100/0,5/25 TGL 200-8404 
SDVU 10/S-MKD-S 5043 

A8-2E MK-FP7 

KP 303 B 
BC 17? A 

SF 216 D - TGL 26819 
SF 216 D - TGL 26819 
BC 177 A 

SF 216 D - TGL 26819 



20 kOhm 2 % 250.207 TK 200 TGL 8728 

1 kOh® 5 % 25»207 TGL 8728 

510 kOhm 0,5 % 11.511 TK 100 TGL 14133 
510 kOhra 0,5 % 11.411 TK 100 TGL 14133 
490 Ohm 0,5 % 250.207 TK 100 TGL 8728 
510 Ohm 0,5 % 250.207 TK 100 TGL -8728 



3 kOhm 2 % 250.20? TK 200 TGL 8728 

160 kOhffi 2 % 25.207 TGL 8728 

36 Ohm ^ % 250.207 TK 200 TGL 8728 

P 25 kOhm 1 - 05-554 TGL II 886 
47 kOhm 2 % 250,207 TK 200 TGL 8728 
39 kOhm 2 % 250.20? TK 200 TGL 8728 x ) 
56 kOhm 2% 250.20? TK 200 TGL 8728 
510 kOhm 0,5 % 11. 5H TK 100 TGL 14133 
510 kOhm 0,5 % 11.511 TK 100 TGL 14133 
36 Ohm 2 % 250.207 TK 200 TGL 8728 



510 Ohm 0,5 % 250.207 TK 100 TGL 8728 
510 Ohm 0,5 % 250.207 TK 100 TGL 8728 
510 kOhm 0,5 % 11.511 TK ICO TGL 14131 
510 kOhm 0,5 % 11.511 TK 100 TGL 14131 



220/5/63 TGL 5155 
437/1/63 TGL 200-8404 
4280/0,5/63 TGL 200-8404 
26550/0,5/25 TGL 200-8404 
SDVU 10/S-MKD-S 5043 

A3-2S MK-FP7 

KP 303 B 
BC 177 A 

SF 216 D - TGL -26819 
SF 216 D - TGL 26819 
3C 177 A 

SF 216 D - TGL 26819 



20 kOhm 2 % 250.20? TK 200 TGL 8728 
1 kOhm 5 % 25.207 TGL 8728 

510 kOhm 0.5 % 11.511 TK 100 TGL I4l33 
510 kOhm 0,5- % 11.511 TK 100 TGL I4l33 
490 Ohm 0,5 % 250.207 TK 100 TGL 8728 

510 Ohm 0,5 250. 207 TK 100 TGL 8728 

3 kOhm 2 % 250.20? TK 200 TGL 8728 

160 kOhm 2 % 25-20? TGL 8728 

36 Ohm 2 % 250.207 TK 200 TGL 8728 

P 25 kOhffl 1 - 05-554 TGL 11886 
43 kOhm 2 5^ 250.207 TK 200 TGL 8728 
39 kOhm 2 % 250.20? TK 200 TGL 8728 x) 
56 kOhm 2 % 250.20? TK 200 TGL 8728 
510 kOhm 0,5 % 11.511 TK 100 TGL 14133 
510 kOhm 0,5 % 11.511 TK 100 TGL 14133 
36 Ohm 2 % 250.20? TK -200 TGL 8728 



510 Ohm 0,5 % 250.20? TK 100 TGL 8728 
490 Ohm 0,5 % 250.207 TK -100 TGL 8?28 
510 kOhm 0,5 % 11.511 TK 100 TGL 14131 
510 kOhra 0,5' 11.511 TK 100 TGL 14131 



zum -Abgleicheii , siehe Priifvorschrift 56? 744,6 



- SL 5 



hez. Saoh-Nummer Benennung Standardbeaeiohnung Beaerkungen 



Leiterplatte , vollst, 567 752.6 



C 1 


801 209.4' 


KF-Kondensator 


220/5/63 TGL 5155 


c a 


816 187.7 


KS-Kondensator 


812/0,5/63 TGL 200-840^ 


C 5 


804 422.0 


KS-Kondenaator 


56000/0,5/25 TGL 200-8404 


C 6 


812 716.8 


Kondenaator 


SBV0 10/S-MKD-S 5043 


3 1/3 


817 520.6 


Schaltebene 


A3-2S MK-FP7 


T3 1 


817 773.0 


Transistor 


KP 303 B 




TS 2 


808 298,2 


Transistor 


BC 177 A 




TS 3 


807 911.8 


Transistor 


SF 216 D - 


- TGL 26819 


TS A- 


807 911.8 


Transistor 


SF 216 D - 


" TGL 26819 


TS 5 


8o8 298.2 


Transistor 


BC 177 A 




TS 6 


807 911.8 


Transistor 


SF 216 D - 


■ TGL 26819 


W 1 


816 158.8 


Schichtwiderstand 


20 kOhm 


2 % 250.207 TK 200 TGL 872S 


W 2 


813 323.8 


Schichtwiderstand 


1 kOhm 


5 % 25.207 TGL 8728 


W 3 


801 994.3 


Schichtwiderstand 


510 kOhiB 


0,5% 11.511 TK 100 TGL 14133 


W 4 


801 994,3 


Schichtwiderstand 


510 kOhm 


0,5 % 11.511 TK 100 TGL 14133 


W 5 


816 180.3 


Schichtwiderstand 


490 Ohm 


0,5 % 250.207 TK 100 TGL 8728 


W 6 


816 178.0 


Schichtwiderstand 


510 Ohm 


0,5 % 250.207 TK 100 TGL 3728 


W V 


815 803.7 


Baustein. 




W 8 


816 167.6 


S ch ichtwi ders t and 


3 kOhra 


2 % 250.207 TK 200 TGL 8728 


W 9 


816 140.1 


S ch i cht wi der stand 


160 kOhra 


'2 % 25.207 TGL 8728 


W 10 


816 181,1 


Schichtwiderstand 


36 Ohm 


2 % 250,207 TK 200 TGL 8728 


W 11 


803 171.4 


Schichtdrehwiderstand 


P 25 kOhm 


1-05-554 TGL 11886 


W 12 


816 153.0 


Schichtwiderstand 


43 kOhm 


2 % 250.207 TK 200 TGL 8728 


If 13 


816 149.1 


Schichtwiderstand 


56 kOhm 


2 % 250.207 TK 200 TGL 8728 


W 14 


801 994.3 


Schichtwiderstand 


510 kOhm 


0,5 % 11.511 TK 100 TGL 14133 


W 15 


801 994.3 


Schichtwiderstand 


510 kOhm 


0,5 % 11.411 TK 100 TGL 14133 


W 16 


816 181,1 


Schichtwiderstand 


36 Ohm 


2 % 250,207 TK 200 TGL 8?28 


W 17 


815 803,7 


Baustein 






\f 18 


816 178.0 


Schichtwiderstand 


510 Ohm 


0,5 % 250.207 TK 100 TGL 8728 


W 19 


816 180.3 


Schichtwiderstand 


490 Ohm 


0,5 % 250.207 TK iOO TGL 8728 


W 66 


801 994.3 


Schichtwiderstand 


510 kOhffl ■ 


0,5 % 11.511 TK“ 100 TGL 14131 


W 67 


801 994.3 


Schichtwiderstand 


510 fcOhm 


0,5 % 11.511 TK 100 TGL 14131 


Leiterplatte, vollst. 


567 755.0 






C 22 


80/f 509.4 


MKCl “Kondens at or 


1/20/100 


TGL 200-8¥f7 


C 23 


814 692.5 


KF-Kondensator 


3300/5/25 


TGL 5155 


C 24 


812 306.8 


T-Kondensator 


2,2/20 


TGL 200-iL519 


C 25 


804 771.3 


T-Kondensator 


47/20 


TGL 200-8519 


C 26 


810 454.7 


T-Kondensator 


10/25 


TGL 200-8519 


C 27 


810 454.7 


T-Kondensator 


10/25 


TGL 200-3519 


S l|/4 


816 190.8 


Schaltebene 


A8-1MK-FP7 


W‘58 


801 864,5 


Schichtwiderstand 


220 kOhm 


0,5 % 11.310 TK 100 TGL 14133 


W 59 


814 542,6 


Schichtwiderstand 


100 kOhra 


0,5 % 250.20? TK 100 TGL S728 


W 60 


803 160.1 


Schichtdrehwiderstand 


P 500 Ohm 


1-05-554 TGL 11886 


W 61 


816 168.4 


Schichtwiderstand 


2,7 kOhm 


0,5 % 250.20? TK 100 TGL 872a 


W 62 


816 147.5 


Schichtwiderstand 


62 kOhm 


2 % 250.207 TK 200 TGL 8728 


If 63 


816 149.1 


Schichtwiderstand 


56 kOhra 


Z % 250,207 TK 200 TGL 8728 


W 64 


816 145.0 


Schichtwiderstand 


68 kOhra 


2 % 250.207 TK 200 TGL 8?28 


If 65 


816 150.6 


Schichtwiderstand 


51 kOhm 


2 % 250.207 TK 200 TGL 8?28 



SL 6 



bez. Sach-Nummer B e n e n n u n g 



BE 4 


567 612.3 


Leiter-platis, vollst. 


C 1 


813 094.2 


T^Condensator 


C 2 


816 446.1 


KS-=Kondsnsator 


C 3 


801 164.7 


KF-Kondensatos* 


C 3 


816 480.6 


KP-Konden{ 5 ator 


C 3 


814 692.5 


KF-Kondensator 


C 3 


810 397.2 


KF-<Kpndeas at or 


C 3 


801 166*3 


SF-Kondeusator 


G 3 


807 719.8 


KF-‘K'on dasvs at or 


C 4 


807 677,5 


Polyeeter-Kondens&tror 


C 5 


305 340.2 


El y t -K OE de ».s at or 


C 6 


812 306.6 


T-KoHdeasator 


C 7 


812 306 . S 


T-KoHdeasator 


C 8 


801 212.5 


■iCF-'Kondisrisator 


C 9 


bis 




C 12 


807 677.5 


PoXyeE-ter-Koadensator 


C 13 


803 369.3 


Elyt, -Kondens at or 


G 14 


803 372.4 


Slyt -Konde&eat or 


C. 15 


803 372.4 


Elyt-Kondensator 


C 16 


Gcyi* 509.4 


MKCl'-KondeKsator 


C 17 


813 233.3 


Scbaibeatrimmer 


C 16 


814 749.3 


Kondensat or 


C 19 


803 372.4 


Slyt-Kondensat, or 


C 7l0 


801 205.3 


KF “K oiide ns at or 


C 2Z 


SOI 213.3 


KF*'Konder:sator 


C 22 


803 340.2 


Slyt -Kondensat or 


C 23 


810 669.4 


T-Kondesi^ator 


C 24 


810 454.7 


T-Sondensator 


C 25 


812 306.8 


T-Koudensator 


C 26 


813 094.2 


T'-Kondensator 


C 27 


803 340.2 


Slyt-Kondensat or 


C 28 


813 408.7 


Polyestar-Kondeasator 


GR 1 


S13 709.8 


Z-tS^oda 


GR 2 


80 ? 293.1 


SchaXtdiode 


6 R 3 


807 293.1 


Schaltdiode 


G 8 4 


814 710,6 


Blodei 


GR 5 


So? 293.1 


SehaXtdiodft 


GR 6 


bis 




GR 10 


814 710.6 


Diods 


GR n 


bis 




GS 14 


80 ? 293.1 


Sohalfcdiods 


GH 15 


bis 




GR 20 


814 710.6 


Diode 


GR 21 


812 634.3' 


S-Diodel 


GR 22 


80 ? 293.1 


Schaltdiode 


TE- 1 


567 618.0 


Transfortdator 


TS i 


8 X 6 394.2 • 


Traiisistor 


TS 2 


816 394,2 


Transistor 


TS 3 


814 054,2 


Transistor 


TS 4 


816 233.0 


Transistor 


TS 5 


Sl4 054.2 


Translstdr 


TS 6 


SX 6 233.0 


Transistor 


TS 7 


567 616,4 


• Tranisisiipr 


TS 8 


816 ; 233 ra... 




i‘S 9 


816 233.6 


Transistor 


TS 10 


567 616.4 


Transistor 


TS 11 


816 233.0 


Traasist or 


TS 12 


567 616.4 


Transistor 


TS 13 


56 ? 6ie.4 


Tro, Insist or 


TS 1% 


£16 233.0 


Teesftistdr 


TS 15 


816 233.0 ■ 




TS 16 


567 616.4 


Trsnsistor 


TS 17 


616 233.0 


Tranjffistop 


TS X 8 ‘ 


56? 616.4 


Transistor 


TS 19 


567 £16.4 


Trensietor 


TS 20 


8 l 6 394.2 


Traasistor 


TS. 21 


816 '394.2 


Transistor 


TS 22 


bis 




TS 25 


814 054.2 


Transistor 


TS 26 


567 616.4 


Transifiior 


TS 2? 


816 394.2 


'^b^ansistor 


TS 26 


808 513.2 


Transistor 



Si aadardbe za i chnung Baiaerkungsii 



1/20 


TGL 


200-8519 


27000/0j5/25 


TGL 


200-8404 


2200/5/25 


TGL 


5 X 55 


2700/2,5/25. 


TGL 


5155 


3300/5/25 


TGL 


5155 


3900/2,5 


TGL 


5155 


4700/5/25 


TGL 


5155 


5600/2,5/25 


TGL 


5155 


0,1/10/160 


TGL 


200-3*'i-24 


50/15 


TGL 


719 S-IS 


2 , 2/20 


TGL 


200-6519 


2 , 2/20 


TGL 


2 OO-S 519 


330/5/63 


TGL 


5155 


0 , 1 / 10/160 


TGL 


200-8424 


5/70 


TGL 


?I98«IS 


20/70 


TGL 


?X9S™IS 


20/70 


TGL 




1 / 20/100 


TGL 


200-8447 


E 3/l2~10 


TGL 


200-8493 


RDPL-P 100-22/5-160 TGL 2 


20/70 


TGL 


7198-IS 


100/5/63 


TGL 


5155 


470/5/63 


TGL 


5155 


50/15 


TGL 


719 O..IS 


100/10 


TGL 


200-8519 


10/25 


TGL 


200-8519 


2 , 2/20 


TGL 


200-8519 


1/20 


TGL 


200-2519 


50/1= 


TGL 


7198 -IS 


0,1/5/160 


TGL 


200-8424 


3ZX 21/8,2 


TGL 


27338 


SAV 32 


TGL 


200-8466 


SAY 32 
KY 130/150 • 


TGL 


200 - 8 J |-66 


SAY 32 


TGL 


200-8466 


KY 130/150 






SAY 32 


TGL 


200-8466 


K3T 190/150 


S 2 X 21 / 6,8 


TGL 


27338 


SAY 32 


- TGL 


200-8466 



Abgleicb C 2 



SC 257 K - TaL 29953 
SC 23? E « ‘rSi* 29953 
SC 236 E- ^QL 29953 
SF 150 C - TGL 25316 
SC 23S S - .TG£ 29953 
s? 150 c - T 85 U 
EC 177 A - ' ' 

SF 150 c - 1*GL 25916 ; 
SF’1!50' G -.,TQL-" 25316 V 
BC 177 A 

SF 150 C -- m 25316 
BC 177 k 
BC 177 A 

SF 150 C " TQ!. 25316 
SF 150 C - TOS^ 25916 
EC 177 A 

SF 150 C - TGL 25916 
BC 177 A 
BC 177 A 

SC 23? E - TGL 23353 
SC 237 S - TGL 29953 

SC 236 E - TGL 29553 
BC 17? A 

SC 237 S - TGL 29353 
SM 10^ TGL 24742 



Kurz- MKD- 
bez« Sach-Kummex' 



Benonnuag 



Btantiardbez0ichnung 



Bemarkungon 



VH 1 


811 735.0 


Bau stain 


Schaltkrais MA 3005 






W 1 


815 618.0 


Schichtwidarstand 


9,1 kQ 1 ^ 


250,207 TK 100 m 8728 


W 2 


814 041.3 


Schichtwiderstand 


6 j 8 kS 5 % 


25,207 


TGL 


8728 


3 


815 577.4 


Schichtwiderstand 


51 kfi 2 


250.207 TK 100 


TGL 


8728 


V 4 


816 469.5 


Widerstand 










W 5 


814 130.1 


■Schichtwiderstand 


270 kQ 5 


25,207 


TGL 


8728 


W 6 


813 008.3 


Schichtwiderstand 


220 kQ 5 % 


25.207 


TGL 


8728 


W ? 


316 422.8 


Schichtwiderstand 


47 kQ 0 , 5 ^ 


250.207 TK 100 


TGL 


8728 


8 


816 422 .^ 


Schichtwiderstand 


• 47 kQ 0,5?S 


250.207 TK 100 


TGL 


8728 


b' 9 


813 327.0 


Schichtwiderstand 


100 kQ -5 % 


25/207 


TGL 


8728 


tf 10 


813 327.0 


Schichtwiderstand 


100 kfi 5 % 


25.207 


TGL 


8728 


W 11 


800 524.7 


Schichtwiderstand 


4,7 (MQ 5 % 


25-207 


TGL 


8728 


W 12 


813 845.1 


Schichtwiderstand 


1 MQ' 3 % 


25.207 


TGL 


872S 


W 13 


813 638.8 


'Schichtwiderstand 


10 kQ 5 % 


25.207 


TGI, 


8728 


W 54 - 


813 345.1 


Schichtwiderstand 


1 MQ 3 % 


25.207 


TGL 


8728 


V 15 


813 003,3 


Schichtwiderstand 


220 kQ 3 % 


25.207 


TGL 


8728 


K 16 


800 629.7 


Schichtwiderstand 


2,2 MQ'IO % 


25.311 


TGL 


8728 


W 17 


814 'W2.5 


Schichtwiderstand 


82 kQ 2 % 


250,207 TK 100 


TGL 


8728 


W 18 


814 539.5 


Schichtwiderstand 


15 kQ 2 ^ 


250.207 TK 100 


TGL 


8728 


W 19 


803 198.0 


Schiohtdrohwidorstand 


S 25 kQ 


1 - 05-“554 


TGL 


11886 


W 20 


812 283.8 


Schichtwiderstand 


220 kQ 2 % 


II.3ID TK 100 


TGL 


14133 


W 21 


814 4'>0.0 


Schichtwiderstand 


22 kQ 2 % 


250.207 TK 100 


TGL 


8726 


W 22 


800 524.7 


Schichtwiderstand 


4,7 m 3 % 


25.412 


TGL 


8728 


W 23 


813 845,1 


Schichtwiderstand 


1 3 % 


25.207 


TGL 


8728 


W 24 


813 838,8 


Schichtwiderstand 


10 kQ 3 % 


25.-207 


TGL 


8728 


W 25 


813 008.3 . 


Schichtwiderstand 


220 kQ 5 ^ 


25.207 


TGL 


8728 


W 26 


813 845.1 


Schichtwiderstand 


1 KiQ 5 % 


25.207 


TGL 


8728' 


W 27 


800 629.7 


Schichtwiderstand 


2,2 MQ 10 ^ 


25^311 


TGL 


.3728 


y 28 


815 635.7 


Schichtwiderstand 


75 kQ 2 % 


250.20? TK 100 


TGL 


8728 


V 29 


814 539.5 


Schichtwiderstand 


15 kQ 2 % 


250.207 TK 100 


TGL 


3728 


y 30 


803 198.0 


Schichtdrehwiderstand 


S 25 kQ 


1 - 05-554 


TGL 


11886 


y 31 


800 521.4 


Schichtwiderstand 


3,9 m 3 % 


24.412 


TGL 


8728 


V 32 


813 845.1 


Sch i c ht wi derst and 


im 3 % 


25.207 


TGL 


8728 


y 33 


813 813.8 


Schichtwiderstand 


150 kQ 5 ^ 


25.20? 


TGL 


8728 


W 34 


803 206.5 


Schichtdrshwiders band 


S 250 kQ 


l-05-55^f 


TGL 


11886 


y 35 


803 206.5 


Schichtdrehwiderstand 


S 250 kQ 


1-0,5-554 


TGL 


11886 


w 36 


816 417.2 


Schi cht wi d erst an d 


SI k-Q 0,55s 


250,207 TK 100 


TGL 


8723 


W 3 ? 


8I6 426.0 


S ch icht wi der 3 1 an d 


19 kQ 0 , 5 ?S 


250.207 TK 100 


TGL 


8723 


y 38 


815 422.6 


Schichtwiderstand 


180 kQ 5 % 


25.207 


TGL 


8728 


W 39 


800 621.5 


Schichtwiderstand 


1,2 KQ 5 % 


25-311 


TGL 


8728 


W 40 


800 623,1 


Schichtwiderstand 


1,5 MQ 5 % 


25.311 


TGL 


8728 


W 41 


801 989.6 


Schichtwiderstand 


470 kQ 0,555 


11.511 TK 100 


TGL 


14133 


y 42 


815 M 6.8 


Schichtwiderstand 


I8O Q 5 


25.207 


TGL 


8728 


W 43 


815 446.8 


Schichtwiderstand 


130 Q 3 % 


25.207 


TGL 


8728 


W 44 


8113 811.3 


Schichtwiderstand 


47 kQ 5 % 


25.207 


TGL 


872 s 


W 45 


803 203.2 


Schichtdrehwiderstand 


3 100 kQ 


1 - 05-554 


TGL 


11886 


W 46 


815 422.6 


Schichtwiderstand 


180 kQ 3 % 


25.207 


TGL 


8728 


y 47 


816 444.5 


Schichtwiderstand 


300 kQ 2 ^ 


11.310 TK 100 


TGL 


14133 


V 


800 621 ,, 5 


Schichtwiderstand 


'1,2 MQ 5 ^ 


25.311 


TGL 


8728 


W 49 


800 623.1 


Schichtwiderstand 


1,5 MQ 5 % 


25.311 


TGL 


8728 , 


y 50 


803 203.2 


Schichtdrehwiderstand 


S 100 kQ 


1-05-554 


TGL 


11886 


y 51 


816 444.5 


Schichtwiderstand 


300 kQ 2 % 


11.310 IK loo 


TGL 


14133 


y 52 


815 446,8 


Schichtwiderstand 


180 Q 5 % 


25.20? 


TGL 


8728 


y 54 


803 193,0 


Schichtdrehwiderstand 


3 . 25 kQ 


1-05-554 


TGL 


11386 


y 55 


813 837.1 


Schichtwiderstand 


10 V:Q 2 % 


250,207 TK 100 - TGL 


8728 • 


y 56 


300 925.0 


Schichtwiders band 


120 kQ 0,555 


11.310 TK 100 


TGL 


14133 


y 57 


816 425,2 


Schichtwiderstand 


31,5 kQ 0 , 5 % 


250.207 TK 100 


TGL 


8728 


y 58 


814 303.0 


Schichtwiderstand 


12 kQ 0 , 5 % 


250.207 TK 100 


TGL 


8728 


y 59 


814 664.4 


Schichtwiderstand 


4,7 kQ 0 , 5 % 


250,207 TK 100 


TGL 


8723 


y 60 


8 l 4 642.7 


Schichtwiderstand 


3,6 kQ 0 , 5 % 


250.207 TK 100 


TGL 


8728 


y 61 


814 535.4 


Schichtwiderstand 


2 kQ 0,5 % 


250,207 TK 100 


TGL 


8728 


y 62 


814 632,2 


Schichtwiderstand 


9.55 Q 0,5 % 


250,207 TK 100 


TGL 


8728 


y 63 


816 435.7 


Schichtwidez’stand 


1,25 kQ 0 , 5 % 


250,20? TK 100 TGL 


8728 


y 64 


816 424.4 


Schichtwiderstand 


33 kQ 0,5 % 


250.207 TK 100 


TGL 


8728 


W 65 


800 846,7 


Schichtwiderstand 


125 kQ 0,5 % 


11.310 TK 100 


TGL 


14133 


y 66 


816 430,8 


Schichtwiderstand 


9,55 kQ 0 , 5 % 


250,207 TK 100 


TGL 


8728 


y 67 


816 429,3 


Schichtwiderstand 


16 kQ 0,5 % 


250.207 TK 100 


TGL 


8728 


y 68 


816 431.6 


Schichtwiderstand 


4,5 kQ 0,5 % 


250.207 Tic 100 


TGL 


8720 


y 69 


816 434,0 


Schichtwiderstand 


1,4 kQ 0,5 % 


250.207 TK 100 


TGL 


8728 


y 70 


816 437.1 


Schichtwiderstand 


410 Q 0,5 % 


250,207 TK 100 


TGL 


8728 


y 71 


816 438.1 


Schichtwiderstand 


32 C! 0,5 % 


250.207 TK 100 


TGL 


8728 


W 72 


816 439,8 


Schichtwiderstand 


1 ? Q 0„5 % 


250.207 TK 100 TGIi 


S?28 


y 73 


814 304.7 


Schichtwiderstand 


20 ka 0„5 % 


250.207 TS 100 


TGL 


8728 


y 74 


814 803.5 


Schichtwiderstand 


10 2 % 


25.207 


TGli 


8728 


y 75 


813 838,8 


Schichtwiderstand 


10 kQ 5 % 


25.20? 


TGL 


8728 



- SL 8 



Kurz- MKD- 
bez. Sach-Nummer 



Benennung 



Standardbezeichnung 



W 76 


803 198.0 


Schichtdrehwiderstand 


S 25 kQ 




1 - 63 - 55 ^ 






TGL 


11886 


V 77 


816 lA- 2,6 


Schichtwiderstand 


100 kQ 


1 % 


250.207 


TK 


iOO 


TGL 


8728 


W 78 


‘ 815 639.8 


Thermistor 


TlfM 10 


K-MKD-S 5025 










W 79 


816 ^-18.0 


Schichtwiderstand 


86 kQ 


1 % 


250.207 


TK 


100 


TGL 


8726 


W 80 


816 142,6 


Schichtwiderstand 


100 kQ 


1 % 


250.207 


TK 


100 


TGL 


8728 


W 8l 


815 447.6 


Schichtwiderstand 


62 kQ 


1 % 


250.207 


TK 


100 


TGL 


8728 


¥ 82 


814 130.1 


, Schichtwiderstand 


270 kQ 


3 % 


25.207 






TGL 


8728 


V 83 


815 447.6 


Schichtwiderstand 


62 kQ 


1 % 


250,207 


TK 


100 


TGL 


8728 


¥ 8A- 


800 045.1 


Schichtwiderstand 


82 Q 


3 % 


25.311 






TGL 


8728 


W 85 


814 130.1 


Schichtwiderstand 


270 kQ 


3% 


25.207 






TGL 


8728 


¥ 86 


Sl3 838.8 


Schichtwiderstand 


10 kQ 




1-05-554 






TGL 


11886 


¥ 87 


803 203.2 


Schichtdrehwiderstand 


S 100 kQ 


1-05-554 






TGL 


11886 


V/ 88 


814 345.7 


Schichtwiderstand 


47 kQ 


2 % 


. 250.207 TK 


100 


TGL 


8728 


W 89 


816 442.0 


Schichtwiderstand 


30 MQ 


3 % 


65.615 






TGL 


4616 


¥ 90 


813 344.5 


Schichtwiderstand 


10 Q . 


2 % 


250,207 TK 


100 


TGL 


8728 


W 91 


8I6 415.6 


Schichtwiderstand 


120 kQ 


3 % 


25.207 






TGL 


8728 


¥ 92 


813 14^.. 5 


Schichtwiderstand 


10 Q 


2 % 


250.207 ' 


TK 


100 


TGL 


3728 


¥ 93 


816 471.8 


Widsrstand 
















¥ 9 ^ 


813 808.2 


Schi chtwiderstand 


.27 kQ 


2 % 


250.207 TK 


100 


TGL 


8723 


¥ 95 


813 808.2 


Schichtwiderstand 


27 kQ 


2 % 


250.207 ' 


TK 


100 


TGL 


8728 


¥ 96 


816 471.8 


Widsrstand 
















¥ 97 


816 471.8 


Widerstand 
















¥ 98 


813 808.2 


Schichtwiderstand 


27 kQ 


2 % 


250.207 TK 


100 


TGL 


8728 


¥ 99 


803 199.7 


Schichtdrehwiderstand 


S 25 kQ 




1-1-554 






TGL 


11886 


W 100 


814 373.8 


Schichtwiderstand 


39 kQ 


3 % 


25.207 






TGL 


8728 



BE_5_ _ 


567 597.5 


Leiterplatte, vollst . 








C 1 


816 452.5 


Kondensator 


SDVU 15 /S-MKD-S 5043 


C 2 


803 322.6 


Ely;t-Kcmdens ator 


10/10 


TGL 


7198-15 


C 3 


801 212.5 


KF “Kondensator 


330/5/63 


TGL 


5155 


C 4 


803 334.7 


Elyt-Eondsnsator 


1/15 


TGL 


7198 -IS 


C 5 


803 334.7 


EijES-Kondeasator 


1/15 


TGL 


7198 -IS 


C 6 


801 163.0 


KF-Kondeasator 


1000 / 5/25 


TGL 


3155 


c 7 


803 330.6 


Elyt “Kondensator 


500^0 


TGL 


7198-13 


C> 8 


803 367.7 


El yt “K ond ens at or 


1/70 


TGL 


7198 -IS 


C 9 


803 369-3 


Elyt -Kondensator 


5/70 , 


TGL 


7198 -IS 


C 10 


803 336.3 


Elyt-Kondensator 


5A5 


TGL 


7198 -IS 


C 11 


803 367.7 


Elyt -Kondensator 


1/70 


TGL 


7198 -IS 


C 12 


803 336.3 


Elyt-Kondensator 


5/15 


TGL 


7198-IS 


c 13 


803 345.1 


Elyt -Kondensat or 


500/15 


TGL 


7198 -IS 


C 14 


810 751.7 


Polyester-Kondensator 


0,01/10^^0 


» TGL 


200-8424 


C 15 


803 391.7 


Elyt-Kondensator 


1/350 


TGL 


7199 -IS 


C 16 


813 471.2 


Polyester-Kondensator 


0,01/10/630 


► TGL 


200-8424 


c 17 


803 343.5 


Elyt-Kondendator 


200/15 


TGL 


7198-IS 


C 18 


bis 










C 20 


813 471.2 


Polyester-Kondensator 


0,01/10/630 


1 TGL 


200-8424 


C 21 


803 384.5 


Elyt-Kondensator 


2/250 


TGL 


7199 -IS 


C 22 


816 013.6 


Polyester-Kondensator 


0,22/10/250 


» TGL 


200-8424 


GR 1 


812 634.3 


Z-Diods 


SZX 21/6,8 


TGL 


27338 


GR 2 


807 293.1 


Schaltdiode 


SAY 32 


TGL 


200-3466 


GR 3 


8l4 710,6 


Diode 


, KY 130/150 






GR 4 


807 293.1 


Schaltdiode 


SAY 32 


TGL 


200-8466 


GR 5 


807 293.1 


Schaltdiode 


SAY 32 


TGL 


200-8466 


GR 6 


bis 










GR 8 


814 710,6 


Diode 


KY 130/150 






GR 9 


807 293.1 


Schaltdiode 


SAY 32 


TGL 


200-8466 


GR 10 


80? 293.1 


Schaltdiode 


SAY 32 


. TGL 


200-3466 


GR 11 


bis 










GR 15 


8l4 710.6 


Diode 


KY 130/150 






GR 16 


bis 










GR 25 


816 391.8 


Z-Diode 


SZX 21/22 


TGL 


27338 


TR 1 


567 603.5 


Trans format or 








TS 1 


804 392.7 


Transistor • 


SF 126 D - 


TGL 200-8439 


TS 2 


8l4 054.2 


Transistor 


SC 236 E - 


TGL 29953 


TS 3 


814 054.2 


Transistor 


SC 236 S - 


TGL 29953 


TS 4 


8o4 392.7 


Transistor 


SF 126 E - 


TGL 200-3439 


TS ‘5 


804 392.7 


Transistor 


SF 126 B “ 


TGL 200-8439 


TS 6 


567 616.4 


Transistor 


BC 177 A 






TS 7 


814 054,2 


Transistor 


se 236 E - 


TGL 29953 


TS 8 


804 392.7 


Transistor 


SF 126 D - 


TGL 200-8439 


TS 9 


816 233.0 


Transistor 


SF 150 C - 


TGL 25916 


TS 10 


816 393.4 


Transistor 


SF 129 E - 


TGL 200-8439 



Bemerkungen 




- SL 9 



Kurz- MKD- 

bez, Sach-Nummer 



Benennung- 



Standardbezeichnung 



TS 11 


816 393.4 


Transistor 


SE 129 


E - TGL 200-8439 








TS 12 


804 392.7 


Transistor 


SF 126 


D - TGL 200-8439 








TS 13 


804 392.7 


Transistor 


SF 126 


D - TGL 200-8439 








¥ 1 


814 085.6 


Schichtwider stand 


1,2 kQ 


5 % 


25.207 


TGL 


8728 




W 2 


814 041.3 


Schichtwidarstand 


6,8 k'Q 


5 % 


25.207 


TGL 


8728 




W 3 


813 840.2 


Schich.twider.gt and 


22 kQ 


5 % 


25.207 


TGL 


8728 




¥ 4 


813 321.3 


Schichtwiderstand 


100 Q 


5 % 


25.207 


TGL 


8728 




W 5 


803 204.0 


Schicht drehwiderstand 


P 100 kQ 


1-1-554 


TGL 


11886 




¥ 6 


815 161.7 


Schichtwiderstand 


200 Q 


5 % 


25.207 


TGL 


8728 




W 7 


813 323.8 


Schichtwiderstand 


1 kQ 


5 % 


25.207 


TGL' 


8728 




V 8 


815 161.7 


Schichtwiderstand 


200 Q 


5 % 


25.207 


TGL 


8728 




¥ 9 


814 085,6 


Schichtwiderstand 


1,2 kQ 


5 % 


25.207 


TGL 


8728 




¥ 10 


8 l 4 085.6 


Schichtwiderstand 


1,2 kQ 


5 % 


25.207 


TGL 


8728 




¥ XI 


815 161.7 


Schichtwiderstand 


200 Q 


5 % 


25.207 


TGL 


8728 




¥ 12 


313 323.8 


Schichtwiderstand 


1 kQ 


5 % 


25.207 


TGL 


8728 




¥ 13 


800 021,8 


• Schichtwiderstand 


22 Q 


5 % 


25.311 


1 ?GL 


&728 




¥ 14 


800 021,8 


Schichtwiderstand 


22 Q 


5 % 


25.3X1 


TGL 


8728 




W 15 


809 334.1 


Schichtwiderstand 


10 MQ 


10 % 


65.409 


TGL 


4616 




W IS hi r 

Vf la 813 32?. 0 


Schichtwiderstand 


100 kQ 


5 % 


25.207 


TGL 


8728 




¥ 19 


816 478,3 


Schicht drahwiderstand 


P 2,5 MQ 


1-1-554 


TGL 


11886 




¥ 20 


800 627.2 


Schichtwiderstand 


i ,.8 m 


5 % 


25.311 


TGL 


8728 




¥ 21 


816 478,3 


Schicht dr ehwiderst and 


P 2,5 ■ 


-1-1-554 


TGL 


11836 




¥ 22 


800 522.2 


Schichtwiderstand 


4,3 MQ 


5 % 


25.412 


TGL 


8728 




¥'23 


813 323.8 


Schichtwiderstand 


1 kQ 


5 % 


25.207 


TGL 


8728 




¥ 24 


815 514.7 


Schichtwiderstand 


2,4 kQ 


5 % 


25.207 


TGL 


8728 




¥ 25 


818 250,2 


Schichtwiderstand 


1 Q 


2 % 


250.207 TK 200 TGL 


8728 


W 26 . 


818 250.2 


Schichtwiderstand 


1 Q 


2 % 


250.207 TK 200 TGL 


8728 


¥ 27 


818 250.2 


Schichtwiderstand 


1 Q 


2 % 


250.207 TK 200 - TGL 


8728 


BE 6 


567 585.4 


lisitsrplatta, 'Tollst, 














C 1 


803 382,0 s 


Elyt-Kondensator 


50/150 




TGL 7199 - 


IS 






C 2 


816 013,6 


Polyester-Kondehsator 


0,22/10/250 


TGL 200-8424 






C 3 


803 347.6 


Ely t -Kondens at or 


1000/15 


TGL 7198-IS 






C 4 


803 382.0 


Elyt-Kondensator 


50/150 




TGL 7199- 


IS . 






C 5 ’ 


807 677.5 


Polyaster-Kondensator 


0 , 1 / 10/160 


TGL 200-8424 






C 6 


803 345,1 


Elyt-Kondensator 


500/15 




TGL 7198- 


IS 






W 1 


815 514,7 


Schichtwiderstand 


2,4 kQ 


5 % 


25.207 


TGL 8728 




V 2 


809 334.1 


Schichtwiderstand 


10 MQ. 


10 55 


65.409 


TGL .4616 





I 



Bemerkungen 



- A 1 



A n h a n g 

Hetzgerat ZE 521, Typ 00 008 



1 • Anisiendungsgebiet 

Das Uetzgerat ZE 321 dient zum AnschlaS desPrazisions- 
Impulsschallpegelmessers 00 017 an das Wechselstromnetz. 

2, Eigenschaften des Gerates 

Ausgangsspannung, stabilisiert 
Max, Gleichstrom 
Spann ung 

Netzfrequenz 
Le i stung s aufn ahme 
Abmessungen (B x H x T) 

Masse 

3 . Inb e t r 1 ebnahme 



ca , 0 , 3 
ca, 350 mA 

220; bis 240 V -">5 % 
50 bis 60 Hz 
ca. 5 VA 

185 min X 40 mm X 35 nun 
ca. 0,7 kg 



Das Netzgerat ZE 321 Vi'ird in die Batteriewanne des Prazi- 
sions— Impulsschallpegelmessers 00 017 eingesetzt. Dazu wenden 
die zwei Handel schxauben an der Gerateriickwand gelost, die 
Ruckvi'and und der Plasteeinsatz entfemt. Der Batteriean- 
schlagwinkel ist von- Hand nach auBen zu dreben und das Netz— 
gerat so einzusetzen, daB die beiden Biischel-Stecker in der 
Batteriewanne in die zugehorigen Buchsen des Hetzteiles ein~ 
greifen, Danach ist der Plasteeinsatz urn 180° zu dreben und 
wieder in die Rnckwand einzulegen, so daB das Penster offen 
bleibt. Die Netzscbnur ist durcb dieses Penster nacb auBen 
zu fiibren und die Ruckwand wieder am Prazisions-Impuls- 



- A 2 - 



schallpegelmesser za befestigen. 

Achtimg I 

Das Uetzgerat ZE 521 ist nur fur die vom Hersteller einge 
stellte und auf dem Typschild angegebene Netzspannung za 
verwenden ! 



4, V/artung 

Das Netzgerat bedarf keiner besonderen Wartung. Das Auswech- 
seln von Sicherungen darf nur bei gezogenem Netzstecker er- 
folgen. Dabei sind folgende Sicherungstypen zu verwenden; 

Wetzspannung Sicherung 

110 bis 127 V 0,06 C TGL O-A-1571 

220, bis 240 V 0,055 Q TGL 0-41571 

5. Schaltteilliste 



Kurz- 

bez. 


Benennung 


Sach-Nr. 


St andardb e z e ic hn ung 


C 1 


Elyt-Kondensator 


805 


557.2 


500/25 a?GL 7198-IS 


C 2 


Elyf-Konde ns at or 


805 


550.6 


500/10 TGL 7198-IS 


GE 1 
bis 


Gleichrichter- 

Diode 


802 


145.1 


GY 110 TGL 200-8555 


GR 4 






SZX 19/6,2 


GR 5 


Diode 


805 


028.4 


HU 1 


'Telefonbuchse 


807 


966.5 




HU 2 


Telefonbucb.se 


807 


966.5 




TS 1 


Transistor 


810 


040.6 


GO 121 A 


(ES 2 


Transistor 


814 


200.5 


6D 242 B-TGL 200-8520 


TR 1 


Traf 0 


575 


458.5 




SI 1 


G-Sohmelzeinsatz 


806 


297.0 


T 55 TGL 0-41 57^1 


SI 1 


Kupplungsstecker 


805 


510.5 


B-TGL 6972-WEISZ 


W 1 


Schichtwiderstand 


800 


565.5 


1 kfl 5% 25.412 
TGa^ 8728 



